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※概要（Summary）： 

NEDO プロジェクトにおいて開発してきた

ReRAM(※)の回路を発展させ、メモリの大容量化と低

消費電力化を可能とする新しい書き換え回路を提案

し、チップに実装した（特許取得済）。本試作により、

ReRAM への無駄な書き換えを防ぎ、またメモリ素子

の書き込み抵抗のばらつきを押さえることに成功し

た。本回路を用いることで、ReRAM への多値書き込

みにより 2 倍以上の大容量化が可能となる。 

 
※実験（Experimental）： 

チップ試作には、東京大学がナノテクプラットフォ

ームにて提供する集積化 MEMS 用フェニテック社

CMOS0.6µm テクノロジを利用し、試作チップを東京

大学拠点のステルスダイシング装置により、実験に適

した大きさに切り分けたものを受け取った。設計のた

めの CAD ソフトウエアは、東京大学 VDEC よりライ

センス提供されている、 Cadence 社  IC6.1.4, 

Synopsys 社 HSPICE, Mentor Graphics 社 Calibre 

を使用した。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 提案回路は、現在の抵抗値をセンスアンプによりモ

ニタしながら書き換えパルスを制御する構造となっ

ている。下図に示すように正常動作を確認した。 

※その他・特記事項（Others）： 

今後は、メモリセルアレイ（記憶回路本体）の記憶容

量を増やした場合でも、回路が正常動作することを実証

するための試作実験が必要である。 

※ ReRAM は、超高速の不揮発性メモリとして期待さ

れている。 
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